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Grating; TG)法]した。 InGaN系半導体のほうが、 ZnCdSe系半導体よりも数倍熱
伝導度が高く、高電流駆動時に有利に働くことが示された。(ア 6 イ3，6)











成長法の一つである ABLEG(Air-Bridged Lateral Epitaxial Growth)法による低転位
密度試料の評価を行った。さらに，回折限界を超えた空間分解能を実現するために，近
接場光学顕微鏡 (ScanningNear也eldOptical Microscopy; SNOM)を導入し，微小領
域からの発光測定を実現した。具体的には，
1.平成 12年度に引き続き， InGaN低次元構造の轄射・非轄射再結合過程を詳細に評




トから熱伝導度を決定し， 2. 28 Wcm-1K-1という値を得た。これは，一般的に知られ
た GaNの熱伝導度1.3 Wcm-1K-1と比べて大きく結晶性の向上に起因するものと考え



































へのフィリングが観測された。(ア 19，21 イ 33，37，39，45，47)
以上3年間の精力的な研究により，ワイドギャップ半導体における轄射・非轄射再結
合過程についてその時間・空間ダイナミクスの観点から系統的な研究がなされ，非轄射
再結合のプロセスについて理解を深めることができた。今後，近接場光学顕微鏡による
高分解条件にて種々の発光・非発光信号を同時に測定することによってより詳細な知見
が得られるものと期待している。
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